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摘 要

本研究是應用 ATLAS 模擬軟體複晶矽異質結構太陽能電池中各非晶矽膜層厚度和能隙對於元件效率的影響。我們考慮各

層矽膜在同樣的缺陷密度的情況下，矽膜厚度及能隙的改變，使得開路電壓 (Voc) 和短路電流 (Jsc) 受到光吸收、電場與載

子複合的影響而有所改變，我們發現 i-layer 隨著能隙變化造成開路電壓 (Voc) 及短路電流 (Jsc) 的改變，以及 n-layer 厚度降

低造成開路電壓的增加，考慮背部電場 (Back Surface Field, or BSF) 厚度與消光係數 (Extinction Coefficient) 的匹配，再進行

能隙的最佳化，透過調變漸進式能隙本質層的方式，充分利用各層吸收各頻率光波長，使此複晶矽異質結構太陽能電池能

達到最佳化的效率為 9.9 %。
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